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１．概要（Summary） 

電子ビーム描画装置を用いて Si 基板上に微細パター

ンを形成した。電子ビーム描画用ネガレジストである、

Hydrogen Silsesquixane (HSQ) レジストを用いて、

Half pich (hp) 20 nm程度の Line and space (LS) 

パターンやホール及びドットパターンを形成することがで

きた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

100kV電子ビーム描画装置 (100kV-EB Writer) 

 

【実験方法】 

10 mm×10 mm程度にチップ化した Si基板を、有機

及びプラズマアッシング洗浄を行った後、HSQ レジストで

ある XR1541 をスピンコータで塗布し、180℃でベーキン

グを行った。その後、100kV 電子ビーム描画装置でドー

ズ量を 9 条件変化させて描画を行った。描画データは

Beamer に て 近 接 効 果 補 正 (Proximity Effect 

Correction：PEC)を行ったものと、行っていないものの 2

種類を作製した。描画データには、hp20～100 nmのLS、

ホール、ドットなどがデザインされている。現像液は

Tetramethyl ammonium hydroxide (TMAH) 25%を

使用した。現像後、光学顕微鏡及び走査型電子顕微鏡

(Scanning Electron Microscope: SEM)にて観察を行

った。全ての加工をNIMS微細加工 PF内で行った。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

Fig.1 に PEC を行っていないデータを用い、描画、現

像を行った試料のSEM写真を示す。9種類の条件で、コ

ントラストが異なることがはっきりと見て取れる。LS、ホール、

ドットが形成される条件はそれぞれ異なり、解像した最小

寸法は hp 20 nmであった。図中の左下から右上に向か

ってドーズ量が多くなるが、ドーズ量が大きくなるに連れて、

パターンの一部がつぶれていることが分かる。これはPEC

を行っていないためであり、PEC を行った場合は、このよ

うな現象は観察されず、PEC の有効性が確認できた。今

後、更に細かいパターンを解像する条件を求めていく。 

 

 

Fig. 1 SEM image after development without PEC. 
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